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第 2 章では， α-A1
2 




成される。このような格子間原子型転位ループは調密六方晶底面と柱面にそれぞれ 1/3 ・ <00 ・ 1>お
よび 1/3 ・ <10 ・ 0>のバーガース・ベクトルをもって形成され，両者の反応によってバーガース・ベク










第 4 章では， 6 H構造の α-SiC単結晶について以下の事柄を明らかにしている。 α-SiC は方位に
よらず290K以下の温度， 0.7MV以上の加速電圧での電子照射によってC-A遷移を起こす。遷移に要
する電子の照射量は，“はじき出し損傷"に依存し，照射温度の増加とともに，また加速電圧の減少と
ともに増大する。また遷移に要する照射量は方位依存性を示し一定照射条件下では， <00 ・ 1>方位
結晶に比べて<11 ・ 0>及び<10 ・ 0>方位結晶で迅速に非晶質化が起こる O この方位依存性は， α­
SiCの結晶構造と 1 次はじき出し原子の反跳角によるエネルギ一分布とに密接に関係する。
第 5 章では， B4 C の電子照射損傷を調べ，加速電圧 2MV以上，温度163K以下の電子照射によって
C-A遷移を起こすことを確かめている。この遷移に要する照射量は，“はじき出し損傷"に依存し，
照射温度の増加とともに，また加速電圧の減少とともに増大するO
第 6 章は，本論文の総括であり， 44種の酸化物，窒化物，棚化物，炭化物セラミックス材料について
























(4) 44種類の酸化物，窒化物，棚化物，炭化物セラミックス材料について 2MVで電子照射を行い， Cｭ
A遷移についての共通原理を求め，平衡状態図で液相線の大きな落込みの谷近傍の組成を持つ化合物が
非品質化を起こし易いことを明らかにしている。
以上のように，本論文は広範なセラミックス材料の電子照射結晶一非晶質遷移を中心とした照射損傷
に関する基本的かっ実用上重要な共通原理を明らかにしており，材料化学ならびに核融合炉材設計上寄
与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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